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[bookmark: _Hlk159416579]Изучено влияние температуры облучения на формирование треков быстрых тяжёлых ионов в тонких SiC плёнках. В расчётах использована версия гибридной модели на основе кода TREKIS-3 /1/, учитывающая электронную эмиссию с поверхности образца. На примере плёнки толщиной 100 Å, облучаемой ионами Bi 710 MeV, показано, что повышение температуры облучения выше ̴1000 К приводит к изменению геометрии как возникающих на поверхности наноструктур (переходу от бугорков к кратерам), так и в толще плёнки (пористость, сменяемая тонкой перемычкой). Результаты могут быть использованы для желаемой модификации SiC пленок.
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Рис.1 Срез поверхности SiC-пленки толщиной 100 Å вдоль траектории иона Bi 710 МэВ через 200 пс после облучения при различных температурах.
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